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均覆性金屬薄膜沉積系統(T29)
· 現有標準製程
1. Al/Cu or Al/Si/Cu 
(最大厚度3000 Å，超過1000 Å部分將以不出腔體，多次沉積方式)
·  500Å

·  800 Å

· 1000 Å

· 1500 Å

2. TiN
(最大厚度3000 Å，超過500 Å部分將以不出腔體，多次沉積方式)
· 100Å

· 200 Å

· 400 Å

· 500 Å
3. Ni
(最大厚度1000 Å，超過500 Å部分將以不出腔體，多次沉積方式。)
Ni target 非經常性裝置於腔體內，需鍍Ni時請先確認腔體內靶材種類。
· 100 Å

· 150 Å
